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【はじめに】 SrGe2 は, 多接合太陽電池の長波長

吸収層に適した狭バンドギャップ材料(~0.9 eV)で

あり, 既存の材料である Ge を超える高い光吸収係

数(~105 cm-1@1.5 eV)を示す[1]. 従って, 薄膜(~1 

µm)でも十分な光吸収が可能である. 今回, 我々

の培ってきたシリサイド薄膜の成長技術[2]を活用

し, SrGe2薄膜の形成を検討した.  

 

【実験方法】 Ge(100), (110), (111)基板を加熱しな

がら Sr を分子線蒸着する反応性エピタキシー法

(RDE: Reactive Deposition Epitaxy)で SrGe2の種結

晶を作った後, MBE法により薄膜形成することを検

討した. RDE 時の基板加熱温度を 300-700 °C, Sr

の供給レートを 0.7-1.4 nm/min とした. また, MBE

時の基板加熱温度を 600 °C, Geおよび Srの供給

レートをそれぞれ 1.0 および 1.2nm/min とした. そ

の後, 試料の酸化抑制のために a-Si cap層(5 nm)

を形成した(Fig. 1). 得られた試料を RHEED, θ-2θ 

XRD, SEMで評価した. 

 

【結果・考察】 RDE 後の RHEED 像および θ-2θ 

XRD パターンから, SrGe2 の形成に最適な基板温

度および配向面が基板面方位に強く依存すること

が判明した(Fig. 2). また, SEM像より, 基板面方位

を反映した特徴的な表面様態が確認できる . 

Ge(111)基板上の SrGe2 種結晶上に MBE 成長を

行った結果, RDE時間が長くなるにつれてSr2Geか

ら SrGe2 へと組成が変化することが判明した. また, 

SrGe2 と Ge(111)の格子定数差が大きい(~6.2 %)こ

とに起因し, SrGe2はアイランド状に成長した. 現在, 

SrGe2 連続膜の形成に向け, 成長条件や基板種・

面方位の変調を検討している. 
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